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 論文審査の結果の要旨
 本論文は、3d遷移金属であるNi及びCuの単結晶(llo)表面上に超高真空中においてCe超薄膜
 を作成し、表面層を人為的に変成するときの電子状態の変化傾向を光電子分光により実験的に研
 究したものである。表面層のキャラクタリゼーションについては表面周期構造についての情報を
 与える低速電子線回折と表面層における深さ方向の元素分布についての情報を与える中速イオン
 散乱も組み合わせて行った。
 研究の対象であるCe4f電子系は強相関系の代表的な物質であり、4f電子と伝導電子との混成が
 この物質の示す価数揺動やヘビーフェルミオン等の興味深い物性に大きな影響を及ぼしていると
 考えられている。種々のCe化合物が示す多様な物性を解明するために、Ce原子が異なる環境に
 あるときにどのような電子状態にあるかを探究することが本研究の目的である。本研究手法の利
 点としては2次元的にオーダーした表面が得られ易いということがあり、これまで比較的研究の
 進んでいないCe4f電子系の表面電子状態の研究に有効である。
 研究の結果、酸化の影響の無い清浄なCe超薄膜の作成手法を確立した。これを利用した実験に
 より以下の知見を見出した。まず、Nl及びCuの単結晶表面に室温でCeを蒸着した場合、吸着原
 子と下地原子の間で拡散が生じる結果、表面相において両者が混合した合金層が生成されること
 を明らかにした。また、蒸着量の変化や試料のアニールに応じた表面層での組成比の変化傾向を
 解明し、試料のアニールに応じて表面が2次元的にオーダーすることを確認した。各々の表面層
 について測定したCe3d内殻準位及び価電子帯の光電子スペクトルを不純物アンダーソンモデルに
 より解析することにより、表面とバルクの違い、表面層の形態変化、下地の3d占有数の違いに応
 じたCe4f電子状態の変化傾向を解明した。表面とバルクとのCe4f電子状態の相違を2次元的に
 オーダーした表面について観測したことは本研究が最初の例であり、ここで見られている電子状
 態の相違がCe4f電子の本質的な性質であることを確認したといえる。また、Ce吸着系の表面層
 の形態変化に応じたCe4f電子状態の変化傾向について、表面層での深さ方向の元素分布に関する
 情報も合わせて解明したことも本研究が最初の例であり、評価し得る。
 以上の論文は博士論文として適当であり、本人が自立して研究活動を行うのに必要な高度の研
 究能力と学識を有することを示している。よって岡根哲夫提出の論文は博士(理学)の学位論文
 として合格と認める。
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